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[2026年8月7日]

SK海力士投资54万亿韩元建设龙仁Y2与清州M17晶圆厂确保中长期生产基础，全面应对AI时代存储器需求
· 决定在龙仁DRAM厂Y2与清州NAND闪存厂M17建设项目中分别投资35.2万亿韩元和19.1万亿韩元
· Y2与M17首个无尘室分别将于2029年6月、2028年12月启用，稳步推进中长期投资战略
· 同步扩大DRAM与NAND闪存生产基础设施，按客户所需分阶段扩大产能
· “这是为把握市场增长机遇而作出的战略性决定，以前瞻性布局确保生产基础，致力于稳定全球AI半导体供应链”

韩国首尔，2026年8月7日——SK海力士（或‘公司’，https://www.skhynix.com）7日宣布，公司将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂（Fab），以应对AI时代持续增长的存储器需求。

当天，公司董事会决议通过，在龙仁“Y2”和清州“M17”晶圆厂建设项目中分别投资35.2万亿韩元和19.1万亿韩元，合计投资约54万亿韩元。

此举是落实公司今年6月公布的中长期投资战略的又一关键进展。此前，SK海力士宣布计划向龙仁半导体集群投资600万亿韩元、向清州生产基地扩建投资100万亿韩元。目前，龙仁首座晶圆厂（Y1）建设正有序推进，此次投资决定标志着龙仁和清州两地后续晶圆厂建设都启动。

据市场调研机构Omdia预测，从去年至2030年，DRAM和NAND闪存市场需求年均增速将达19%。SK海力士表示，这并非一时的行业景气，而是源于存储器已从普通的零部件升级为决定AI性能的核心基础设施，进入结构性增长阶段。

SK海力士表示：“在AI时代，仅凭技术竞争力已不足以保持优势；能否在客户所需时间点交付足量产品，才是真正的竞争力。此次投资决定是基于对市场需求进行充分评估后作出的。”

龙仁Y2是公司在龙仁半导体集群内依次建设的四座晶圆厂中的第二座，总建筑面积约34.1万坪（约113万平方米），将作为DRAM生产基地投入运营。项目计划明年7月开工，2029年6月启用首个无尘室，主要生产HBM等新一代DRAM产品。目前，Y1晶圆厂建设进展顺利，预计明年2月启用首个无尘室。

此前，SK海力士已将龙仁半导体集群的整体竣工时间由原定的2045年大幅提前至2033年，完成四座晶圆厂的全部建设。此次Y2建设即为支撑该目标的第二阶段关键举措，投资将分阶段实施至2031年10月。

本次投资金额还包括为Y2员工配套的办公及福利设施“支援楼”、集开发产品实验、测试与分析一体的“研发综合中心”，以及相关配套设施*等建设费用。

* 配套设施：水处理设施、区域公用设施（集中敷设电力、通信、上下水、热力等管线）、变电、仓储等设施。

龙仁半导体集群位于韩国京畿道龙仁市处仁区远三面一带，占地约126万坪（约416万平方米）。目前，支撑Y2投产的一期电力、供水基础设施建设已完成99%，进入收尾阶段。公司目标，晶圆厂与基础设施建设同步进行，Y2将按原定计划稳步推进，确保工期不受影响。

随着AI服务加速普及，NAND闪存需求正以企业级固态硬盘（eSSD）为核心快速增长。同时，AI推理过程中的KV缓存*需求进一步增加，叠加代理式（Agentic）与物理（Physical）AI应用逐步落地，NAND闪存的应用场景有望进一步拓展。

* KV缓存（KV Cache）：一种通过存储并复用此前生成的Key（键）与Value（值）向量的技术，减少重复计算，提升效率。

SK海力士之所以选择在清州建设新的NAND闪存生产基地，是因为能够加快新晶圆厂的建设。清州园区已建成M11、M12、M15 NAND闪存生产设施，新建晶圆厂可与现有产线协同增效；同时厂址、电力及用水等基础设施也已基本就绪。清州M17晶圆厂总建筑面积约20.6万坪（约68万平方米），计划明年2月开工，2028年12月启用首个无尘室。投资期将持续至2031年4月，并将根据业务进度分阶段实施。

SK海力士表示，公司将基于与客户的中长期需求沟通，前瞻性布局生产基础设施，并按客户实际需求时点分阶段扩大生产能力。晶圆厂建设将按计划推进，而无尘室扩建及设备投入则将依据市场动态逐步实施，以提升投资效率。

公司认为，此次投资不仅夯实未来增长基础，也将增强韩国半导体产业生态竞争力，带动区域经济发展。龙仁与清州两地同步推进的大规模投资，有望为合作伙伴企业创造更多协同增长机会，并通过创造就业、激活本地商圈，为国家经济的可持续增长作出贡献。

SK海力士相关人士表示：“此次投资旨在把握与市场增长速度同步的发展机遇。公司将以前瞻性布局确保生产基础，致力于稳定全球AI半导体供应链，成为AI基础设施领域的核心合作伙伴。”

关于SK海力士
SK海力士总部位于韩国，是一家全球领先的半导体供应商，为全球客户提供DRAM（动态随机存取存储器）和NAND Flash（NAND快闪存储器）等半导体产品。公司于韩国证券交易所上市， 其美国存托股份于纳斯达克上市，其全球托存股份于卢森堡证券交易所上市。
若想了解更多，请点击公司网站www.skhynix.com, news.skhynix.com.cn。

Forward-Looking Statements
This press release may contain forward-looking statements, which involve risks and uncertainties. These statements are generally identified words such as “may,” “will,” “intend,” “should,” “believe,” “expect,” “anticipate,” “project,” “estimate” and similar expressions, or the negative of such expressions. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to inherent risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied. Readers are cautioned not to place undue reliance on any of these forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof. SK hynix undertakes no obligation to update any of these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this news release or to reflect actual outcomes, unless required by law.

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction. No part of this press release should form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract, commitment, or investment decision.
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